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【57】申請專利範圍
1.　一種附多層反射膜之基板，其特徵在於，
其係於基板之主表面上依序具備多層反射膜及保護膜者，且

上述多層反射膜具有交替地積層低折射率層與高折射率層而成之構造，

上述多層反射膜含有氫，上述多層反射膜中之氫之原子數密度為 7.0×10-3 atoms/nm3以
下，且

該基板具備對上述多層反射膜及保護膜照射高能量光而形成之基準標記。

2.　一種附多層反射膜之基板，其特徵在於，
其係於基板之主表面上依序具備多層反射膜及保護膜者，且

上述多層反射膜具有交替地積層低折射率層與高折射率層而成之構造，

上述多層反射膜含有氫，上述多層反射膜中之氫之原子數密度為 7.0×10-3 atoms/nm3以
下，且

於上述多層反射膜及保護膜具備包含凹部之基準標記。

3.　如請求項 1或 2之附多層反射膜之基板，其中上述基板以矽、鈦及氧為主成分，進而含
有氫。

4.　如請求項 1或 2之附多層反射膜之基板，其中上述高折射率層含有矽，上述低折射率層
含有鉬。

5.　如請求項 1或 2之附多層反射膜之基板，其中針對上述基板利用二次離子質譜法進行分
析所得之上述基板中之氫之原子數密度為 1.0×1019 atoms/cm3以上。

6.　如請求項 1或 2之附多層反射膜之基板，其中上述保護膜含有釕。
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7.　如請求項 1或 2之附多層反射膜之基板，其中上述多層反射膜於主表面上具有上述低折
射率層之構成元素與上述高折射率層之構成元素混合而成之混合區域，且上述混合區域

對於 EUV光之表面反射率低於其他區域對於 EUV光之表面反射率。
8.　一種光罩基底，其特徵在於，
其係於基板之主表面上依序具備多層反射膜、保護膜及圖案形成用薄膜者，且

上述多層反射膜具有交替地積層低折射率層與高折射率層而成之構造，

上述多層反射膜含有氫，上述多層反射膜中之氫之原子數密度為 7.0×10-3 atoms/nm3以
下，且

該光罩基底具備對上述多層反射膜及保護膜照射高能量光而形成之基準標記。

9.　一種光罩基底，其特徵在於，
其係於基板之主表面上依序具備多層反射膜、保護膜及圖案形成用薄膜者，且

上述多層反射膜具有交替地積層低折射率層與高折射率層而成之構造，

上述多層反射膜含有氫，上述多層反射膜中之氫之原子數密度為 7.0×10-3 atoms/nm3以
下，且

於上述多層反射膜及保護膜具備包含凹部之基準標記。

10.   如請求項 8或 9之光罩基底，其中上述基板以矽、鈦及氧為主成分，進而含有氫。
11.   如請求項 8或 9之光罩基底，其中上述高折射率層含有矽，上述低折射率層含有鉬。
12.   如請求項 8或 9之光罩基底，其中針對上述基板利用二次離子質譜法進行分析所得之上

述基板中之氫之原子數密度為 1.0×1019 atoms/cm3以上。

13.   如請求項 8或 9之光罩基底，其中上述保護膜含有釕。
14.   如請求項 8或 9之光罩基底，其中上述多層反射膜於主表面上具有上述低折射率層之構

成元素與上述高折射率層之構成元素混合而成之混合區域，且上述混合區域對於 EUV光
之表面反射率低於上述圖案形成用薄膜對於 EUV光之表面反射率。

15.   一種反射型光罩，其特徵在於，於如請求項 8至 14中任一項之光罩基底之上述薄膜形成
有轉印圖案。

16.   如請求項 15之反射型光罩，其中上述多層反射膜係於主表面上之設置有薄膜圖案之區域
之外周區域具有上述低折射率層之構成元素與上述高折射率層之構成元素混合而成之混

合區域，上述混合區域對於 EUV光之表面反射率低於上述薄膜圖案對於 EUV光之表面
反射率。

17.   一種半導體裝置之製造方法，其特徵在於具備如下步驟，即，使用如請求項 15或 16之
反射型光罩，將轉印圖案曝光轉印至半導體基板上之光阻膜。

圖式簡單說明

圖 1係附多層反射膜之基板之一例之剖視模式圖。
圖 2係反射型光罩基底之一例之剖視模式圖。
圖 3(a)～(e)係以剖視模式圖表示反射型光罩之製造方法之步驟圖。
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